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Mesure des grandeurs expérimentales
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Mesure des grandeurs expérimentales — Microscope infrarouge
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Reflectance

Couches minces — Titanate de baryum et de strontium déposé sur MgO
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Modele de fonction diélectrique semi quantique

Simulation de la réponse du substrat (MgO)
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Modele de fonction diélectrique semi quantique
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Ajustement des spectres de réflexion
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Evolution des fonctions optiques en fonction de I'épaisseur de la couche
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Couches de silices a bas indices
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Spectres de réflexion et ajustements
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Evolution de la constante diélectrique statique
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Evolution des composantes en fonction de la température de recuit

12 -
11-
10-
9.
g
7]
64
5]
4]
3]
2]

Aprés implantation

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

04

Nombre d'onde (cm™)

Recuit 750°C
N\

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

Nombre d'onde (cm™)

12
114
10~

o] Recuit 400°C

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

Nombre d'onde (cm™)

11- Recuit 900°C

04
900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300

Nombre d'onde (cm™)

Journée SFT — Orléans — 18 novembre 2011



Comparaison avec la silice
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Origine des composantes Gaussiennes dans les verres au potassium
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Evolution des espéces Q" dans les verres au potassium
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Impact de I'implantation sur la structure de la couche
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Couche mince poreuse de zircone stabilisée
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Fonction diélectrique & de la couche reproduite & I'aide du modéle de Bruggeman:
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g et ¢, =1représentent respectivement les fonctions diélectriques de la matrice (YSZ
monocristallin) et des pores, p désigne la porosité de la couche.

A partir de ce modele, il est possible de calculer la réponse infrarouge de la couche déposée
sur un substrat opaque. Le modele comporte 2 parameétres ajustables, I'épaisseur de la
couche et sa porosité.

Meilleur ajustement : d=32um, p=16% P(USAXS)=14%
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Couche de ZnO texturée sur substrat en verre

ZnO/Glass

i _ Couche élaborée a partir d’'un précurseur

d’'acétate de zinc Zn(O,CCH,), déposé sur
du verre

Substrat verre
Couche ZnO sur verre

30

&

=
©
—
(&)
[}
[
&)
o

Ajustement avec un modele de 0,1+

Bruggeman prenant en compte la

geomeétrie (aiguilles et orientation)

via le facteur de dépolarisation. 0,0 —— 7T T

100 200 300 400 500 600 700
Nombre d'onde (cm™)

Journée SFT — Orléans — 18 novembre 2011




Couche de ZnO texturée sur substrat en verre
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Couche de ZnO texturée sur substrat en verre
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Merci pour votre attention
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